l Nicht fir Neuentwicklung I

NPN-Silizium-Leistungstransistor

BUY 35

BUY 35 ist ein einfachdiffundierter NPN-Silizium-Leistungs-Transistor im Gehduse 3 A2
DIN 41872 (TO-3). Der Transistor eignet sich besonders fiir den Einsatz als Schalter bei

hoheren Spannungen.

Typ I Bestellnummer
BUY 35 Q62702-U112
Glimmerscheibe Q62901-B11-A
Isoliernippel Q62901-B50
(SR 25)
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Gewichtetwa 16,5 g MaRe in mm Glimmerscheibe Isoliernippel

MaRstab 2:1
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 300 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 350 \
Emitter-Basis-Spannung Uggo 6 \
Kollektorstrom Ic 6 A
Kollektorspitzenstrom (t, < 10 ms) I max 8
Basisstrom Iy 3 A
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Ts —55 bis 150 °C
Gesamtverlustleistung (7Tg < 50°C; Ucg < 20V) Proe 50 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Rinuc | =2 | K/w

413



| Nicht fiir Neuentwicklung

BUY 35

[ ] Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic =100 mA; t, < 300 ps)

Kollektor- Emitter-Reststrom

(UCE = 350 V)

(Uce =350V; Tg =125°C; t, < 200 ps)
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 6 V)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
Ic=3A;Ig=1A)
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic:3A;IB=1 A)

Stromverstarkung (I¢ =3 A; Ucg =5V)

Dynamische Kenndaten (75 = 25°C)

Transitfrequenz (I = 200 mA; U = 10V)

Schaltzeit:
Abfallzeit (Ic =3A; 151 =1A;
Uce =120V; t, =10 us)
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BUY 35

Temperaturabhingigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
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Stromverstarkung B = f (I¢)
Uce=5V; Tg=25°C
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Zulassige Impulsbelastbarkeit
LS renac = £ (t); v = Parameter
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Zulassiger Betriebsbereich
¢ =Ff(Uce); Tg = 50°C
gilt fir Einzelimpulse; v = 0
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BUY 35

Ausgangskennlinien I = f (Ugg)
Ig = Parameter
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- UCE sat

Ausgangskennlinien Ic = f (Ucg)
Ig = Parameter
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BUY 35

Kollektorstrom lc =1 (Uge)
25°C
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Temperaturabhingigkeit

des Reststromes I¢ces = £ (Tg)
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I Nicht fiir Neuentwicklung

BUY 43, BUY 46

NPN-Transistoren fiir NF-Verstarker
und Schalteranwendungen

BUY 43 und BUY 46 sind einfach-diffundierte NPN-Silizium-Transistoren im Gehause 9 A 2
DIN 41875 (SOT-9). Der Kollektor ist mit dem Gehause elektrisch verbunden. Die Transisto-
ren BUY 43 und BUY 46 sind besonders fiir NF-Verstarker- und Schalter-Anwendungen
geeignet.

Typ Bestellnummer
BUY 43-6 | Q62702-U80-V2
BUY 43-10 Q62702-U80-V3
BUY 43-16 Q62702-U80-V4
BUY 464 Q62702-U82-V4
BUY 46-6 Q62702-U82-V2
Glimmerscheibe | 062901-B16-A tsofleripoel (Telt
Isoliernippel Q62901-B13-C Isoliernippel (Tefion)
(Teflon)

$u1"% g gu2'

; \ #15'0%

\&/\ ZzF &

: F_T. I % ©
Iy { 1
Py
fre '

186.92*

Gewicht etwa 8,3 g MaBe in mm Glimmerscheibe trocken: Ry, = 2,6 K/W
gefettet: Ry, = 1 K/W

Grenzdaten BUY 43 BUY 46
Kollektor-Emitter-Spannung- Uceo 40 55 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 50 -— \Y
Kollektor-Emitter-Spannung
'(UBE = "'1,5 V) chv — 90 \"
Emitter-Basis-Spannung Ueso 7 7 \"
Kollektorstrom Ic 4 4 A
Basisstrom Is 2 2 A
Sperrschichttemperatur T, 200 200 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 | —65 bis +200 | °C
Gesamtverlustleistung
(Te S 45°C; Uce = 40V) Pror , 31 —_ w
(Te =45°C; Ucg =565V) Prot —_— 31 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehéuse  Ruys | <5 |<5 | KW
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l Nicht fiir Neuentwicklung l

BUY 43, BUY 46

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Typ — BUY 43 BUY 43 BUY 43 BUY 43
BUY 46- BUY 46 —_ — BUY 46

B-Gruppe 4 6 10 16

ch Ic B B B B UBE

\} mA IC/IB Ic/IB Ic/Ia Ic/Ia \

1.5 500 | 40 63 100 160 <15
(25 bis 63) (40 bis 100) (63 bis 160) (100 bis 250)

Statische Kenndaten (7, = 25°C) BUY 43 BUY 46

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

(Iceo = 200 mA) Usryceo > 40 > 55 \

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

(Ieso = 1 mA) Usreso >7 >7 v

Kollektor-Emitter- Reststrom

(chs =50V; TU =25 °C) ICES <1 -_— mA

(Uces = B0 V; Ty = 150°C) Ices <10 - mA

(Ucev = 0 V; Uge = -1,6 V) Icev - <1 mA

(chv =50 V; UBE =-1,5 V; TU = 150°C) Icgv -_ <6 mA

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=2A; I =02A) Ucesat <11 —_ A

(Ic = 500 mA; ls =50 mA) UCEsat —_— <1 \")

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Transitfrequenz (Ic = 300 mA; Uce = 2 V) fr 1 | 08 MHz
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Dreifachdiffundierte NPN-Silizium- BUY 55
Leistungstransistoren BUY 56
BUY 72

BUY 55, BUY 56 und BUY 72 sind dreifachdiffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren
im Gehduse 3 A2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehduse elektrisch ver-
bunden. Die Transistorenssind flr allgemeine Schalteranwendungen bei groferer Leistung
geeignet, z. B. flir getaktete Netzteile und Wechselrichter.

Typ Bestellnummer l‘_y iY‘L

BUY 55 Q62702-U107 s t— ¢t E‘:g ;f

BUY 56 Q62720-U108 ! ——

BUY 72 Q62702-U123

Isoliernippel Q62901-B50 3

(SR 25) 1 4510 -

Glimmerscheibe Q62901-B11-A Isoliernippel
MaRstab 2 :1

+01

oh2
¢15"

d

»‘169:0,1‘; :
= 30101 =

R
- ZEZ +02 -

Glimmerscheibe trocken: Ry = 1,%5 K/W

Gewicht etwa 16,5 ¢ MafRe in mm gefettet: Ry,

Grenzdaten BUY 55| BUY 56 | BUY 72

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 125 160 200 Vv
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uces 150 250 280 \
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucso 150 250 280 \
Basis-Emitter-Spannung Ukso 6 6 6 \
Kollektorstrom Ic 10 10 10 A
Kollektor-Spitzenstrom (t, < 1 ms) Icm 15 15 15 A
Kollektor-Spitzenstrom (¢, < 1 ms) Iem 15 15 15 A
Emitter-Spitzenstrom (z, < 1 ms) Ig 2 2 2 A
Basisstrom Igm 3 3 3 A
Basis-Spitzenstrom (t, < 10 ms) T 175 175 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung

(Uce =18 V; Tg £ 75°C) Piot 60 60 60 w
Wiarmewiderstand

Kollektorsperrschicht — Gehause Rihug l =166 l = 1,66 l = 1,66 I K/W
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BUY 55

BUY 56
BUY 72
Statische Kenndaten (75 = 25°C) BUY 55 | BUY56 | BUY 72
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic =100 mA; tp < 306 EJ.S) U(BR)CEO > 125 > 160 > 200 Vv
Kollektor-Emitter-Reststrom
(UCE =160 V) ICES <1 - -_ mA
(Uce =150V; Tg = 125°C; t, <200 us) Ices <10 — — mA
(Uce = 250 V) Tces —_ <1 — mA
(ch =250V; TG =125°C; tp<200 [J.S) ICES -—_ <10 —_— mA
(Uce = 280 V) Tces — — <1 mA
(Uce=280V;T¢=125°C;t,<200 us) Ices —— —_ <10 mA
Emitter-Basis-Reststrom (Ugg = 6 V) Iego <1 <1 <1 mA
Statische Stromverstarkung
Ic=2A;Uce=15V) B 25 bis 160 —
Ic=7A;Uce=15YV) B > 8 > 8 > 8 —_
Basis-Emitter-DurchlaBspannung
(Ic=7A; UCE=1'5V) UBE <1,5 <15 <1,6 \'
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=7A;Is=0875A) Uceear | < 1,6 <156 <15 \"
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BUY 55

Dynamische Kenndaten (7 = 25°C)

Transitfrequenz .
(Ic=0,2A; Uce=10V; f=5 MHz)
Leerlauf- Ausgangskapazitat
(Ucg =10V; f=1 MHz)
Schaltzeiten

Uc=6A; Iy~ Igo~1A;
Ucc=60V;t, =10 us)
Einschaltzeit

Ausschaltzeit

Speicherzeit

Fallzeit

420

BUY 56
BUY 72
BUY 55 BUY 56 BUY 72
fr 20(>10) [20(>10) |20(>10) | MHz
Con | <200 < 200 < 200 pF
tein | <1 <1 <1 us
taws | <2 <2 <2 us
ts 1,2 (<1,6) |1,2 (<1,6) | 1,2 (<1,6) | us
t; < 0,6 < 0,6 < 0.6 us




BUY 55

Stromverstiarkung 8 = f (1)
V; Tg = Parameter
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BUY 55
BUY 56
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Temperaturabhingigkeit der
zuldssigen Gesamtverlustleistung
Peor =f(Tg)i Uce = P‘arameter
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Zuléssiger Betriebsbereich
A Ic =f (Uce); Tg = 85°C; v = 0,01
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Dreifachdiffundierte NPN-Silizium- BUY 57
Leistungstransistoren BUY 58
BUY 73

BUY 57, BUY 58 und BUY 73 sind dreifach-diffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren
im Gehduse 3 A2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehéuse elektrisch verbunden.
Die Transistoren sind als schnelle Leistungschalter besonders fir getaktete Netzteile und
Wechselrichter geeignet.

Typ Bestellnummer
N
BUY 57 Q62702-U109 1 R
BUY 58 Q62702-U110 ST — —f:a B
BUY 73 Q62702-U124 ! —5 X
Glimmerscheibe | Q62901-B11-A L—A
Isoliernippel Q62901-B50 LRy
(SR 25) = 45201
Mafistab 2: 1
Isoliernippel

135
Glimmerscheibe
Gewicht etwa 16,5 g MaRe in mm
Grenzdaten BUY 57 | BUY58 | BUY 73
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uceo 125 160 200 \Y
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uces 150 250 280 Vv
Kollektor-Basis-Sperrspannung Ucgo 150 250 280 Vv
Basis-Emitter-Spannung Ueso 6 6 6 Vv
Kollektorstrom I 15 15 15 A
Kollektor-Spitzenstrom (t, < 10 ms) Icm 25 25 25 A
Basisstrom Ig 5 5 5 A
Basis-Spitzenstrom (t, < 10 ms) Iy 10 10 10 A
Sperrschichttemperatur T 175 175 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung ‘
(Te £25°C; Uce =14V) Piot 117 117 117 w
Wirmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Gehduse Ruue | =128 | 1,28 | =128 | K/W
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BUY 57

Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(Ic =100 mA; t, < 300 ps)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce = Ucemax)

(UCE = UCE max’ TG =125°C; < 200 [J-S)
Emitter-Basis-Reststrom

(Uego = 6V)
Basis-Emitter-DurchlaRspannung
(Ic=10A; Uce=1,5V)

(Ic=12A; Uce =15 V)

(IC =1A; UCE = 1,5V)
Kollektor-Emitter- Sattigungsspannung
(Ic=10A; I3 =1,25A)
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=10A;I3=1,25A)

Statische Stromverstarkung
Ic=1TA;Uce=15V)

(Ic=10A; Uce=1,5V)
(Ic=12A;Ice=1,5V)

424

BUY 58
BUY 73
BUY 57 |BUY58 | BUY73
U(BR)CEO > 125 > 160 > 200 . V
Tces <1 <1 <1 mA
Tces <10 <10 <10 mA
Iego <1 <1 <1 mA
Uge <1,6 <15 <15 \
Uge <1,7 <1,7 <1,7 \Y
Uge <1,0 <1,0 <1,0 \Y
Ucgsat | < 1,3 <13 <14 \
Uggsar | < 1,6 <15 <1, \
B > 20 > 20 > 20 —_
B >12 > 12 >10 —_
B >10 >10 > 8 —_




Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Transitfrequenz .

(Ie=1A; Uceg=10V; f=10 MHz)
Leerlauf-Ausgangskapazitit

(Ues =10V)

Schaltzeiten

(Ic =10A; 131 I 152 =1A
Uec=60V; ¢, =10 ps)
Einschaltzeit

Speicherzeit

Fallzeit

B 57
BUYY 58
BUW 73
BUY 57 | BUY58 | BUY 73
fr 20 20 20 MHz
330 330 300
Cob (< 400) | (<400) [ (<400) | pF
tein <10 <10 <1,0 us
t <1,6 <16 <1,6 us
t < 0,6 <06 < 0,6 us
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BUY 57
BUY 58
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Temperaturabhéangigkeit der

zuléassigen Gesamtverlustleistung
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BUY 73

Spannungsabhingigkeit der
zuldssigen Gesamtverlustleistung
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BUY 57

BUY 58
BUY 73
Stromverstarkung B =f (I¢) Stromverstéarkung B = f (I¢)
Ic = Parameter I = Parameter
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BUY 74, BUY 75, BUY 76

NPN-Silizium-Leistungstransistoren
fir Schalteranwendungen

Vorlédufige Daten

BUY 74, BUY 75 und BUY 76 sind dreifachdiffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren
im Gehause dhnlich 3 A 2 DIN 41872 (TO-3). Der Kollektor ist mit dem Gehéuse elektrisch
verbunden. Die Transistoren eignen sich besonders als schnelle Leistungsschalter bei hohen
Spannungen.

Typ l Bestellnummer
BUY 74 Q62702-U146
BUY 75 .Q62702-U147
BUY 76 Q62702-U148
Glimmerscheibe | Q62901-B48
Isoliernippel Q62901-B13-C
(Teflon)
1 L ]
s M| & _
g
48
0,050
101058 g5~ .
Gewichtetwa 17 g MaBe in mm Glimmerscheibe
Grenzdaten BUY74 | BUY75 | BUY76
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 250 300 350 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 400 600 750 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 400 600 750 \Y
Basis-Emitter-Spannung Ugso 7 7 7 \
Kollektorstrom I 12 12 12 A
Kollektor-Spitzenstrom (t < 10 ms) Iem 17 17 17 A
Emitterstrom Ie 17 17 17 1A
Emitter-Spitzenstrom (¢t < 10 ms) Iem 20 20 20 A
Basisstrom Iy 6 5 5 A
Basis-Spitzenstrom (¢t < 10 ms) Igm 7 7 7 A
Lagertemperatur Ts -65 bis +175 ‘ °C
Sperrschichttemperatur : 7y 175 175 175 °C
Gesamtverlustleistung
(Te = 25°C; Uge < 25 V) Piot 120 120 120 w

Wiérmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse R, | <125 | £1,26 | 1,25 [K/W
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BUY 74, BUY 75, BUY 76

Statische Kenndaten (75 = 25°C) BUY 74| BUY 75| BUY 76
Kollektor-Emltter-Durchbruchspannung

(Ic = 0,2 A) Uiryceo | > 250 | > 300 | > 350 |V
Kollektor- Emitter-Durchbruchspannung

(Ic =2 mA) U(BR)CES > 400 > 600 > 750 "
Kollektor-Basis- Durchbruchspannung

(Ic =2 mA) U(BR)CBO > 400 > 600 > 750 v
Emitter-Basis- Durchbruchspannung .

(Ie = 2 mA) U(gmggo >7 >7 >7 v
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce = Ucemex V) Ices <1 <1 <1 mA
(Uce = Ucemex V; Tg = 150 °C) Ices <15 <15 <15 mA
Emitter-Basis-Reststrom (Uggo = 6 V) Iepo <1 <1 <1 mA
Stromverstirkung

(Ic=5A;Uce=15V) 8 > 10 > 10 >8 —
Basis-Emitter-Spannung

(Ic=B5A;Uce=15V) Uge <15 <156 <15 |V
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

(Ic=7A;Ig =14 A) Ucgsat <14 <14 <15 |V
Dynamische Kenndaten (75 = 25°C)

Transitfrequenz

(Ic =05A; Uce =10V;f=10 MHz) fr 15 ~ 15 ' 15 MHz
Abfallzeit (Ic =8A; 151 4 132 =2 A) t; <1 <1 <1 us
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BUY 74, BUY 75, BUY 76
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NPN-Silizium-Leistungstransistoren BUY 77
BUY 78
BUY 79

BUY 77, BUY 78 und BUY 79 sind dreifachdiffundierte NPN-Silizium-Leistungstransistoren
im Gehéduse 3 A2 DIN 41872 (T0-3). Der Kollektor ist mit dem Gehéause elektrisch verbunden.
Die Transistoren eignen sich besonders als schnelle Leistungsschalter bei hohen Spannungen,
z.B. fiir getaktete Netzgerate.

Typ Bestellnummer

BUY 77 Q62702-U151 { %m:?t ny

BUY 78 Q62702-U152 St tog

BUY 79 Q62702-U153 1 ——_

Glimmerscheibe | Q62901-B11-A t

Isoliernippel Q62901-B50 =3t

(SR 25) = 45201 =
MaRstab 2:1
Isoliernippel

i
o4 / o !O \
015" 58
oy SR AVANR=
\}
\J
S ces
- o ==
12e0s - 282 -
Glimmerscheibe
Gewicht etwa 16,5 g MaRe in mm
Grenzdaten ' BUY 77| BUY 78| BUY 79
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 250 300 350 Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Uces 400 600 750 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 400 600 750 \
Basis-Emitter-Spannung Uego 7 7 7 \
Kollektorstrom Ic 8 8 8 A
Kollektor-Spitzenstrom (t, < 1 ms) Icym 10 10 10 A
Emitterstrom Ie 10 10 10 A
Emitter-Spitzenstrom (f, < 1 ms) Iem 12 12 12 A
Lagertemperatur . Ts —-65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T, 175 175 175 °C
Gesamtverlustleistung )
(Tg £ 75°C; Uce =18YV) Pioe 60 60 60 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse  R.nyg | <166 | <166 | <166 | K/W
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Statische Kenndaten (75 = 25°C)

Kollektor-Emitter- Durchbruchspannung
(Ic =0,1A;t, <300 ys)
Kollektor-Emitter-Reststrom

(Uce = Ucemax)

(Uce=Ucemax Ta =125°C; t, < 200 us)
Emitter-Basis- Reststrom

(Uego =7V)

Stromverstarkung
(Ic=5A;Uce=15V)
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=5A; I =1,25A)
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
(Ic=5A;1=1,25A)

Dynamische Kenndaten (7; = 25°C)

Transitfrequenz

(Ic=05A; Uce=10V; f=10 MHz)
Schaltzeiten:

(Ic =3A; 131 = 152 =0,6 A

Ug =120V; t, =10 ps)

Einschaltzeit

Speicherzeit

Fallzeit

BUY 77

BUY 78
BUY 79
BUY77 |BUY78 | BUY79
Tees <1 <1 <1 mA
Ices <10 <10 <10 mA
IEBO <1 <1 <1 mA
B >5 >5 >4 —
UCEsat < 1'4 < 1,4 < 1,5 V
Uggsar 1< 1,7 <17 <1,7 \
fr 15 15 15 MHz
tein <1 <1 <1 us
ts <3 <3 <3 us
t; < 0,7 < 0,7 <07 us
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BUY 77
BUY 78
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BUY 77
BUY 78
BUY 79

I

Stromverstarkung B = f (I¢)
Uce = 1,5V (Emitterschaltung)
BUY 77, BUY 78
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BUY 77
BUY 78
BUY 79

Sattigungsspannung Ucgsar = f (Ic)
B = 4 (Emitterschaltung)
BUY 77, BUY 78
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Sattigungsspannung Ucgear = f (1)
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